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　次に、図６に示すように、無電解めっきにより、拡散バリア層１６上にＮｉ合金層（第
２の金属層）１８を形成する。この際、Ｐｄ活性化処理を前処理として行なうことにより
、置換還元性の拡散バリア層１６の無電解めっきを実行できる。また、Ｎｉ合金層１８を
Ｎｉ‐Ｐから構成し、その厚さを０．３μｍにする。なお、拡散バリア層１６がＰｄから
構成される場合、前処理のＰｄ活性化処理を省略できる。
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